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 ダイヤモンドは優れた物性値を有することから、高耐圧・低損失・高速動作を示す冷却フリー・次世

代省エネパワーデバイス材料として期待されている。最近は、梅沢らによってシリコン、シリコンカー

バイドでは実現が困難な、ショットキーバリアダイオードの 250℃環境下での安定した動作[1]や高速

スイッチング特性[2]が報告されてきた。ダイヤモンドパワーデバイスの耐圧特性を向上させるには、

ドリフト層の結晶性の改善、即ち高品質エピタキシャル成長技術の開発が必要となる。エピタキシャ

ルダイヤモンド薄膜(エピ膜)の結晶品質は、異常成長粒子・ヒロックの有無や転位密度によって決ま

る。前者は、基板に適切なOFF角を設けることで解決しているので、本研究では、基板表面のラフネ

ス改善によるエピ膜中の転位密度の軽減に取り組んだ。 

 基板には Ib型HPHTダイヤモンドを用い、UVアシスト研磨法[3]で仕上げ研磨をした。仕上げ研磨

後の算術平均粗さ Raは約 21Åである。図 1a,bにエピ成長前後のX線トポグラフィ像を示す。エピ膜

は、ボロンドープダイヤモンド([B]~1016/cm3)で、10μm 成長させた。また、同じ基板で、仕上げ研磨

をせずに同条件でエピ成長させた時のX線トポグラフィ像を図 1c,dに示す。一連のデータは、UVア

シスト研磨法での基板の仕上げ研磨が、エピ膜の転位密度抑制に効果がある事を示唆している。 
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